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Sekildeki islemsel kuvvetlendirici frekans egrisi tek kutuplu diisme gosterecek bigimde
kompanze edilecektir. Giris tranzistorlarinin akimlari I; = I, = 20pA olacaktir. _

a) Cikistan elde edilebilecek en biiyiik gerilim dalgalanmasinin alinabilmesi isteniyor. Istenen
sartlarin yerine gelebilmesi i¢in R;, Ry ve Rj direngleri nasil se¢ilmelidir? (Tranzistorlar i¢in
Br>> 1, Vegon = 0.7V, Vcgsat = 0.1V ve. Vr =26 mV oldugu kabul edilecektir).

SPICE benzetim programi yardimiyla;

a) dc gerilim gegis egrisini ¢ikariniz. Bunun i¢in girislerden birini referansa baglayiniz, diger
girise bir gerilim kaynag1 baglayarak bu kaynagin gerilimini kuvvetlendiricinin ¢ikis gerilimi
alabilecegi en diisiik degerden en yiiksek degere kadar degisecek sekilde uygun sinirlar
arasinda degistiriniz. Cikis isaretinin maksimum ve minimum sinirlarini belirleyiniz.

b) Devreyi ¢ikis gerilimi sifir olacak sekilde kutuplayniz (bunun igin (a) da elde ettiginiz
sonuclardan elde edeceginiz dengesizlik gerilimini dengeleyecek bir gerilimi girise
uygulaymmiz). Bu c¢alisma noktasi i¢in agik ¢evrim frekans egrisini kompanzasyon
uygulamadan ¢ikariiz. Algak frekans agik ¢cevrim gerilim kazancini belirleyiniz.

c¢) (b)’de elde ettiginiz sonuglardan yararlanarak, frekans egrisinin birim kazang¢ bant genisligine
ulasilana kadar -20dB/dek’lik bir diisme gostermesini saglayacak kompanzasyon kapasitesinin
degerini bulunuz.

d) Buldugunuz kapasite degeri i¢in kuvvetlendiricinin yiikselme egimini ve tam gilic band
genisligini hesaplayiniz.

SPICE benzetim programi yardimiyla

e) Kompanze edilmis devrenin frekans egrisini yeniden elde ediniz.

f) Hesapla buldugunuz yiikselme egimini dogrulayiniz.



g) Hesapla buldugunuz tam gii¢ bant genisligini dogrulayiniz.
h) Elde ettiginiz tiim sonuglar1 yorumlayiniz.

SPICE BJT MODEL PARAMETRELERI:

npn tranzistorlar igin;

1S=5.24x10"°A BF=384 BR=2.4 NF=1.06 VAF=79.5V IKF=0.025A ISE=8.3x10"*A NE=1.94
NR=1.005 VAR=9.64V IKR=1.85x10"A NC=1.22 ISC=7.5x10"°A CJC=0.56P MJC=0.475
VJC=0.85 CJE=0.94P MJE=0.315 VJE=0.8V TF=0.65N TR=0.3N

pnp tranzistorlar igin:

1IS=6.2x10"°A BF=98 BR=1.005 NF=1.155 VAF=50.3V IKF=9.15x10*A ISE=2.55x10"°A
NE=1.46 NR=1.03 VAR=12.2V IKR=3.86x10°A NC=1.22 [SC=1.35x10"A CJC=0.94P
MJC=0.471 VJC=0.6 CJE=0.21P MJE=0.439 VJE=0.6V TF=30N TR=100N



